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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】位置に応じた低電位電圧偏差を最小化して、輝
度偏差の問題を解消した有機発光表示装置を提供する。
【解決手段】有機発光表示装置は、基板ＳＵＢ１、隔壁
、カソードＣＡＴ、及びカバー層ＣＬを含む。基板ＳＵ
Ｂ１には、薄膜トランジスタＴ及び薄膜トランジスタＴ
と接続された有機発光ダイオードＯＬＥが配置される薄
膜トランジスタ領域と、補助電極が配置される補助電極
領域が定義される。隔壁は、補助電極上に配置される。
有機発光ダイオードＯＬＥのカソードＣＡＴは、隔壁に
より分離されて、補助電極の少なくとも一部を露出し、
その一端が補助電極に直接接触される。カバー層ＣＬは
、カソードＣＡＴ上に配置され、隔壁と露出された補助
電極をカバーするように連続性を有する。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　薄膜トランジスタ及び前記薄膜トランジスタと接続された有機発光ダイオードが配置さ
れる薄膜トランジスタ領域と、補助電極が配置される補助電極領域とを定義する基板と
　前記補助電極上に配置される隔壁と
　前記隔壁により分離されて前記補助電極の少なくとも一部を露出し、その一端が前記補
助電極に直接接触される前記有機発光ダイオードのカソードと、
　前記カソード上に配置され、前記隔壁及び前記補助電極をカバーするように連続性を有
するカバー層を含む、有機発光表示装置。
【請求項２】
　前記カソードと前記カバー層との間に介在される保護層をさらに含み、
　前記保護層は、
　前記隔壁により分離され、前記補助電極の少なくとも一部を露出する、請求項１に記載
の有機発光表示装置。
【請求項３】
　電源発生部から電源電圧の供給を受ける電源配線をさらに含み、
　前記補助電極は、
少なくとも一つの絶縁層を間に置いて、前記少なくとも一つの絶縁層を貫通するコンタク
トホールを介して、その下部に配置された前記電源配線と電気的に接続される、請求項１
に記載の有機発光表示装置。
【請求項４】
　前記有機発光ダイオードの有機化合物層は、
　前記隔壁によって分離され、前記補助電極の少なくとも一部を露出し、
　前記カソードの前記一端は、
　前記有機化合物層上で、前記有機化合物層の一端よりさらに延長され、前記補助電極に
接触される、請求項１に記載の有機発光表示装置。
【請求項５】
　前記カバー層は、
　酸化アルミニウム（Ａｌ２Ｏ３）、窒化シリコン（ＳｉＮｘ）膜の内、選択されたいず
れか一つで形成される、請求項１に記載の有機発光表示装置。
【請求項６】
　前記カバー層の厚さは、
　前記保護層の厚さに比べ薄く設定される、請求項２に記載の有機発光表示装置。
【請求項７】
　前記カバー層は、
　前記保護層が、前記隔壁によって分離されるときに生成される開放された領域をカバー
する、請求項２に記載の有機発光表示装置。
【請求項８】
　薄膜トランジスタ及び前記薄膜トランジスタと接続された有機発光ダイオードが配置さ
れる薄膜トランジスタ領域と、補助電極が配置される補助電極領域が定義される基板と
　前記補助電極上に配置され、前記補助電極の少なくとも一部を露出するパッシベーショ
ン膜と
　前記パッシベーション膜上に配置され、前記補助電極と重畳された領域において、前記
パッシベーション膜より突出した突出部を有するように設けられたダミーパターンと
　前記突出部によって分離され、前記補助電極の少なくとも一部を露出し、その一端が前
記補助電極に直接接触される前記有機発光ダイオードのカソードと、
　前記カソード上に配置され、前記突出部及び前記補助電極をカバーするように連続性を
有するカバー層を含む、有機発光表示装置。
【請求項９】
　前記カソードと前記カバー層との間に介在される保護層をさらに含み、
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　前記保護層は、
　前記突出部によって分離され、前記補助電極の少なくとも一部を露出する、請求項８に
記載の有機発光表示装置。
【請求項１０】
　電源発生部から電源電圧の供給を受ける電源配線をさらに含み、
　前記補助電極は、
　少なくとも一つの絶縁層を間に置いて、前記少なくとも一つの絶縁層を貫通するコンタ
クトホールを介して、その下部に配置された前記電源配線と電気的に接続される、請求項
８に記載の有機発光表示装置。
【請求項１１】
　前記補助電極は、
　電源発生部から電源電圧の供給を受ける、請求項８に記載の有機発光表示装置。
【請求項１２】
　前記有機発光ダイオードの有機化合物層は、
　前記突出部によって分離されて、前記補助電極の少なくとも一部を露出し、
　前記カソードの前記一端は、
　前記有機化合物層上で、前記有機化合物層の一端より延長され、前記補助電極に接触さ
れる、請求項８に記載の有機発光表示装置。
【請求項１３】
　前記カバー層は、
　酸化アルミニウム（Ａｌ２Ｏ３）、窒化シリコン（ＳｉＮｘ）膜の内、選択されたいず
れか一つで行われる、請求項８に記載の有機発光表示装置。
【請求項１４】
　前記カバー層の厚さは、
　前記保護層の厚さに比べ薄く設定される、請求項９に記載の有機発光表示装置。
【請求項１５】
　前記カバー層は、
　前記保護層が、前記突出部によって分離されて開放された領域をカバーする、請求項９
に記載の有機発光表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、有機発光表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　陰極線管（Ｃａｔｈｏｄｅ　Ｒａｙ　Ｔｕｂｅ、ＣＲＴ）の短所である重さと体積を減
らすことができる各種表示装置（ｄｉｓｐｌａｙ　ｄｅｖｉｃｅ）が開発されている。こ
のような表示装置は、液晶表示装置（Ｌｉｑｕｉｄ　Ｃｒｙｓｔａｌ　Ｄｉｓｐｌａｙ、
ＬＣＤ）、電界放出表示装置（Ｆｉｅｌｄ　Ｅｍｉｓｓｉｏｎ　Ｄｉｓｐｌａｙ、ＦＥＤ
）、プラズマディスプレイパネル（Ｐｌａｓｍａ　Ｄｉｓｐｌａｙ　Ｐａｎｅｌ、ＰＤＰ
）及び有機発光表示装置（Ｏｒｇａｎｉｃ　Ｌｉｇｈｔ　Ｅｍｉｔｔｉｎｇ　Ｄｉｓｐｌ
ａｙ　ｄｅｖｉｃｅ、ＯＬＥＤ）などで実現され得る。
【０００３】
　これらの平板表示装置の内、有機発光表示装置は、有機化合物を励起させて発光させる
自発光型表示装置であり、ＬＣＤで使用されるバックライトが必要しなくて軽量薄型が可
能するだけでなく、工程を単純化できるという利点がある。また、有機電界発光表示装置
は、低温での製造が可能であり、応答速度が１ｍｓ以下の高速の応答速度を有するだけで
なく、低消費電力、広い視野角及び高コントラスト（Ｃｏｎｔｒａｓｔ）などの特性を有
するという点で、広く使用されている。
【０００４】
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　有機発光表示装置は、電気エネルギーを光エネルギーに転換する有機発光ダイオード（
Ｏｒｇａｎｉｃ　Ｌｉｇｈｔ　Ｅｍｉｔｔｉｎｇ　Ｄｉｏｄｅ）を含む。有機発光ダイオ
ードは、アノード、カソード、及びこれらの間に配置される有機化合物層を含む。有機発
光表示装置は、アノード及びカソードからそれぞれ注入された正孔と電子が発光層内部で
結合して励起子であるエキシトン（ｅｘｃｉｔｏｎ）を形成し、形成されたエキシトンが
励起状態（ｅｘｃｉｔｅｄ　ｓｔａｔｅ）から基底状態（ｇｒｏｕｎｄ　ｓｔａｔｅ）に
落ちながら発光して画像を表示するように構成されている。
【０００５】
　しかしながら、大面積の有機発光表示装置の場合、入力映像が実現されるアクティブ領
域の全面で均一な輝度を維持することができず位置によって輝度偏差が発生する。さらに
詳細には、有機発光ダイオードを構成するカソードは、アクティブ領域の大部分を覆うよ
うに広く形成されるが、カソードに印加される電源電圧が全面に亘って均一な電圧値を有
さない問題が発生する。例えば、カソードの抵抗により電源電圧が印加される引込部での
電圧値と、引込部から離隔された位置での電圧値の偏差が大きくなるにつれて、位置に応
じた輝度偏差が大きくなる。
【０００６】
　このような問題点は、上部発光型（Ｔｏｐ　ｅｍｉｓｓｉｏｎ）表示装置でさらに問題
になる。つまり、上部発光型表示装置においては、有機発光ダイオードの上層に位置する
カソードの透過度を確保する必要があるので、カソードをＩＴＯ（Ｉｎｄｉｕｍ　Ｔｉｎ
　Ｏｘｉｄｅ）のような透明導電物質で形成するか、非常に薄い厚さの不透明導電物質で
形成するようになる。この場合、面抵抗が大きくなるので、これに対応して位置による輝
度偏差もまた著しく大きくなる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２０１７－１２０７８４
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明の目的は、位置に応じた低電位電圧偏差を最小化して、輝度偏差の問題を解消し
た有機発光表示装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明に係る有機発光表示装置は、基板、隔壁、カソード、及びカバー層を含む。基板
には、薄膜トランジスタ及び薄膜トランジスタと接続された有機発光ダイオードが配置さ
れる薄膜トランジスタ領域と、補助電極が配置される補助電極領域が定義される。隔壁は
、補助電極上に配置される。有機発光ダイオードのカソードは、隔壁により分離されて、
補助電極の少なくとも一部を露出し、その一端が補助電極に直接接触される。カバー層は
、カソード上に配置され、隔壁と露出された補助電極をカバーするように連続性を有する
。有機発光表示装置は、カソードとカバー層との間に介在する保護層をさらに含む。
【００１０】
　有機発光表示装置は、補助電極の下に少なくとも一つの絶縁層を介して配置され、発電
部から電源電圧を受ける電源配線をさらに含む。補助電極は、少なくとも１つの絶縁層を
貫通するコンタクトホールを介して電源配線に電気的に接続される。
【００１１】
　有機発光ダイオードの有機化合物層は、障壁によって分割され、補助電極の少なくとも
一部を露出させる。有機化合物層上のカソードの一端は、有機化合物層の一端よりもさら
に延長され、補助電極と直接接触する。
【００１２】
　カバー層は、酸化アルミニウム（Ａｌ２Ｏ３）、窒化シリコン（ＳｉＮｘ）膜の内、選
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択されたいずれか一つで形成される。
【００１３】
　カバー層の厚さは、保護層の厚さに比べ薄く設定される。
【００１４】
　カバー層は、保護層が、隔壁によって分離されるときに生成される開放された領域をカ
バーする
【００１５】
　本発明に係る有機発光表示装置は、基板、パッシベーション膜、ダミーパターン、カソ
ード、及びカバー層を含む。基板には、薄膜トランジスタ及び薄膜トランジスタと接続さ
れた有機発光ダイオードが配置される薄膜トランジスタ領域と、補助電極が配置される補
助電極領域が定義される。パッシベーション膜は、補助電極上に配置され、補助電極の少
なくとも一部を露出する。ダミーパターンは、パッシベーション膜上に配置され、補助電
極と重畳された領域でパッシベーション膜より突出した突出部を有するように設けられる
。有機発光ダイオードのカソードは、突出部によって分離されて補助電極の少なくとも一
部を露出し、その一端が補助電極に直接接触される。カバー層は、カソード上に配置され
、突出部及び露出された補助電極をカバーするように連続性を有する。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明は、位置に応じた低電位電圧偏差を最小化することができ、輝度偏差を解消する
ことができる利点を有する。また、本発明は、上部基板と下部基板との間に充填された充
填層から発光素子に水分が流入することを遮断して素子の劣化を防止することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】有機発光表示装置を概略的に示すブロック図である。
【図２】図１に示されたピクセルを概略的に示した構成図である。
【図３】本発明に係る有機発光表示装置の薄膜トランジスタ領域を概略的に示す断面図で
ある。
【図４】本発明に係る有機発光表示装置の補助電極領域を概略的に示す断面図である。
【図５】本発明の第１実施形態に係る薄膜トランジスタの領域を概略的に示す断面図であ
る。
【図６】本発明の第１実施形態に係る補助電極領域を概略的に示す断面図である。
【図７】ＡＬＤ工程のステップカバレッジ特性を示す図である。
【図８】隔壁の形状例を概略的に示した断面図である。
【図９】本発明の第２実施形態に係る薄膜トランジスタの領域を概略的に示す断面図であ
る。
【図１０】本発明の第２実施形態に係る補助電極領域を概略的に示す断面図である。
【図１１Ａ】突出部を形成するための製造方法を時系列的に示した図である。
【図１１Ｂ】突出部を形成するための製造方法を時系列的に示した図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　以下、添付した図面を参照して本発明に係る好ましい実施形態を説明する。明細書の全
体に亘って同一な参照番号は実質的に同一な構成要素を意味する。以下の説明において、
本発明と関連した公知技術または構成に対する具体的な説明が本発明の要旨を不必要する
ように曖昧にすることがあると判断される場合、その詳細な説明を省略する。いろいろ実
施形態を説明することにおいて、同一の構成要素については、冒頭で代表的に説明し、他
の実施形態においては、省略することができる。
【００１９】
　第１、第２などのように序数を含む用語は、様々な構成要素を説明するために使用する
ことができるが、前記構成要素は、前記用語によって限定されない。前記用語は、１つの
構成要素を他の構成要素から区別するためにのみ使用される。
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【００２０】
　図１は、有機発光表示装置を概略的に示すブロック図である。図２は図１に示されたピ
クセルを概略的に示した構成図である。
【００２１】
　図１を参照すると、本発明に係る有機発光表示装置１０は、ディスプレイ駆動回路、表
示パネル（ＤＩＳ）を含む。
【００２２】
　ディスプレイ駆動回路は、データ駆動回路１２、ゲート駆動回路１４及びタイミングコ
ントローラ１６を含み、入力映像のビデオデータ電圧を表示パネル（ＤＩＳ）のピクセル
に印加する。データ駆動回路１２は、タイミングコントローラ１６から入力されるデジタ
ルビデオデータ（ＲＧＢ）をアナログガンマ補償電圧に変換して、データ電圧を生成する
。データ駆動回路１２から出力されたデータ電圧は、ｍ個のデータ配線（Ｄ１～Ｄｍ）に
供給される。ゲート駆動回路１４は、データ電圧に同期されるゲート信号をｎ個のゲート
配線（Ｇ１～Ｇｎ）に順次供給して、データ電圧が印加される表示パネル（ＤＩＳ）のピ
クセルを選択する。
【００２３】
　タイミングコントローラ１６は、ホストシステム１９から入力される垂直同期信号（Ｖ
ｓｙｎｃ）、水平同期信号（Ｈｓｙｎｃ）、データイネーブル信号（Ｄａｔａ　Ｅｎａｂ
ｌｅ、ＤＥ）、メインクロック（ＭＣＬＫ）などのタイミング信号の入力を受け、データ
駆動回路１２とゲート駆動回路１４の動作タイミングを同期させる。データ駆動回路１２
を制御するためのデータタイミング制御信号は、ソースサンプリングクロック（Ｓｏｕｒ
ｃｅ　Ｓａｍｐｌｉｎｇ　Ｃｌｏｃｋ、ＳＳＣ）、ソース出力イネーブル信号（Ｓｏｕｒ
ｃｅ　Ｏｕｔｐｕｔ　Ｅｎａｂｌｅ、ＳＯＥ）などを含む。ゲート駆動回路１４を制御す
るためのゲートタイミング制御信号は、ゲートスタートパルス（Ｇａｔｅ　Ｓｔａｒｔ　
Ｐｕｌｓｅ、ＧＳＰ）、ゲートシフトクロック（Ｇａｔｅ　Ｓｈｉｆｔ　Ｃｌｏｃｋ、Ｇ
ＳＣ）、ゲート出力イネーブル信号（Ｇａｔｅ　Ｏｕｔｐｕｔ　Ｅｎａｂｌｅ、ＧＯＥ）
などを含む。
【００２４】
　ホストシステム１９は、テレビシステム、セットトップボックス、ナビゲーションシス
テム、ＤＶＤプレーヤー、ブルーレイプレーヤー、パーソナルコンピュータ（ＰＣ）、ホ
ームシアターシステム、電話システム（Ｐｈｏｎｅ　ｓｙｓｔｅｍ）、及びディスプレイ
を含んで、またはディスプレイと関連して動作する他のシステムの内、いずれか１つで実
現されることができる。ホストシステム１９は、スケーラー（ｓｃａｌｅｒ）を内蔵した
システムオンチップ（Ｓｙｓｔｅｍ　ｏｎ　ｃｈｉｐ、ＳｏＣ）を含み、入力映像のデジ
タルビデオデータ（ＲＧＢ）を表示パネル（ＤＩＳ）に表示するのに適合した形式に変換
する。ホストシステム１９は、デジタルビデオデータと一緒にタイミング信号（Ｖｓｙｎ
ｃ、Ｈｓｙｎｃ、ＤＥ、ＭＣＬＫ）をタイミングコントローラ１６に伝送する。
【００２５】
　表示パネル（ＤＩＳ）は、ピクセルアレイを含む。ピクセルアレイは、データ配線（Ｄ
１～Ｄｍ、ｍは正の整数）とゲート配線（Ｇ１～Ｇｎ、ｎは正の整数）により定義された
ピクセルを含む。ピクセルの各々は、自発光素子である有機発光ダイオード（Ｏｒｇａｎ
ｉｃ　Ｌｉｇｈｔ　Ｅｍｉｔｔｉｎｇ　Ｄｉｏｄｅ）を含む。
【００２６】
　図２をさらに参照すると、表示パネル（ＤＩＳ）には複数のデータ配線（Ｄ）と、複数
のゲート配線（Ｇ）が交差され、この交差領域ごとにピクセルがマトリックス形態で配置
される。ピクセルそれぞれは、有機発光ダイオード、有機発光ダイオードに流れる電流量
を制御する駆動薄膜トランジスタ（Ｔｈｉｎ　Ｆｉｌｍ　Ｔｒａｎｓｉｓｔｏｒ、ＴＦＴ
）（ＤＴ）、駆動薄膜トランジスタ（ＤＴ）のゲート－ソース間電圧を設定するためのプ
ログラミング部（ＳＣ）を含む。
【００２７】
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　プログラミング部（ＳＣ）は、少なくとも一つ以上のスイッチ薄膜トランジスタと、少
なくとも一つ以上のストレージキャパシタを含むことができる。スイッチ薄膜トランジス
タは、ゲート配線（Ｇ）からのゲート信号に応答してターンオンされることにより、デー
タ配線（Ｄ）からのデータ電圧をストレージキャパシタの一側電極に印加する。駆動薄膜
トランジスタ（ＤＴ）は、ストレージキャパシタに充電された電圧の大きさに応じて、有
機発光ダイオードに供給される電流量を制御して、有機発光ダイオードの発光量を調節す
る。有機発光ダイオードの発光量は、駆動薄膜トランジスタ（ＤＴ）から供給される電流
量に比例する。このようなピクセルは、高電位電圧源（Ｅｖｄｄ）と低電位電圧源（Ｅｖ
ｓｓ）に接続されて、電圧発生部（図示せず）からそれぞれ高電位電源電圧と低電位電源
電圧の供給を受ける。ピクセルを構成する薄膜トランジスタは、ｐ型またはｎ型薄膜トラ
ンジスタとなり得る。また、ピクセルを構成する薄膜トランジスタの半導体層は、アモル
ファスシリコンや、他結晶シリコンまたは、酸化物を含むことができる。以下においては
、半導体層が酸化物を含む場合を例に挙げて説明する。有機発光ダイオードは、アノード
（ＡＮＯ）、カソード（ＣＡＴ）、及びアノード（ＡＮＯ）とカソード（ＣＡＴ）の間に
介在する有機化合物層を含む。アノード（ＡＮＯ）は駆動薄膜トランジスタ（ＤＴ）と接
続される。
【００２８】
＜第１実施形態＞
　図３は、本発明の第１実施形態に係る有機発光表示装置の薄膜トランジスタ領域を概略
的に示す断面図である。図４は、本発明の第１実施形態に係る有機発光表示装置の補助電
極領域を概略的に示す断面図である。
【００２９】
　図３及び図４を参照すると、本発明の第１実施形態に係る有機発光表示装置は、相互に
対向する第１基板（ＳＵＢ１）と第２基板（ＳＵＢ２）を有する表示パネルを含む。第１
基板（ＳＵＢ１）と第２基板（ＳＵＢ２）との間には、フィラー層（ＦＬ）が介在し得る
。
【００３０】
　第１基板（ＳＵＢ１）は、薄膜トランジスタ（Ｔ）と有機発光ダイオード（ＯＬＥ）が
配置された薄膜トランジスタ・アレイ基板である。第２基板（ＳＵＢ２）は、カラーフィ
ルタ（ＣＦ）が配置されるカラーフィルタアレイ基板である。第２基板（ＳＵＢ２）はカ
プセル化（ｅｎｃａｐｓｕｌａｔｉｏｎ）基板として機能することができる。第１基板（
ＳＵＢ１）及び第２基板（ＳＵＢ２）はシーラント（ＳＬ）（ｓｅａｌａｎｔ）を介して
合着され得る。シーラント（ＳＬ）は、第１基板（ＳＵＢ１）及び第２基板（ＳＵＢ２）
の端に配置され、所定の合着間隔を維持する。フィラー層（ＦＬ）はシーラントの内側に
配置されてもよい。
【００３１】
　第１基板（ＳＵＢ１）は、ガラス（ｇｌａｓｓ）またはプラスチック（ｐｌａｓｔｉｃ
）材質からなることができる。例えば、第１基板（ＳＵＢ１）はＰＩ（Ｐｏｌｙｉｍｉｄ
ｅ）、ＰＥＴ（ｐｏｌｙｅｔｈｙｌｅｎｅ　ｔｅｒｅｐｈｔｈａｌａｔｅ）、ＰＥＮ（ｐ
ｏｌｙｅｔｈｙｌｅｎｅ　ｎａｐｈｔｈａｌａｔｅ）、ＰＣ（ｐｏｌｙｃａｒｂｏｎａｔ
ｅ）などのプラスチック材質で形成され、柔軟な（ｆｌｅｘｉｂｌｅ）特性を有すること
ができる。
【００３２】
　第１基板（ＳＵＢ１）は、薄膜トランジスタ（Ｔ）と有機発光ダイオード（ＯＬＥ）が
配置される薄膜トランジスタ領域（ＴＡ）と補助電極（ＡＥ）が設けられる補助電極領域
（ＡＥＡ）に区分されて定義することができる。
【００３３】
　第１基板（ＳＵＢ１）の薄膜トランジスタ領域（ＴＡ）上には、薄膜トランジスタ（Ｔ
）と、薄膜トランジスタ（Ｔ）に接続された有機発光ダイオード（ＯＬＥ）とが形成され
る。第１基板（ＳＵＢ１）と薄膜トランジスタ（Ｔ）間には、光遮断層（ＬＳ）とバッフ
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ァ層（ＢＵＦ）が形成され得る。光遮断層（ＬＳ）は、薄膜トランジスタ（Ｔ）の半導体
層、特にチャネル（channel）に重畳するように配置され、外部光から酸化物半導体素子
を保護する役割をする。バッファ層（ＢＵＦ）は、第１基板（ＳＵＢ１）から拡散される
イオンや不純物を遮断し、外部の水分の浸透を遮断する役割をする。
【００３４】
　薄膜トランジスタ（Ｔ）は、半導体層（ＡＣＴ）、ゲート電極（ＧＥ）、ソース／ドレ
イン電極（ＳＥ、ＤＥ）を含む。
【００３５】
　半導体層（ＡＣＴ）の上にゲート絶縁膜（ＧＩ）とゲート電極（ＧＥ）が配置される。
ゲート絶縁膜（ＧＩ）は、ゲート電極（ＧＥ）を絶縁させるもので、シリコン酸化膜（Ｓ
ｉＯｘ）からなり得るが、これに限定されるものではない。ゲート電極（ＧＥ）は、ゲー
ト絶縁膜（ＧＩ）を間に置いて、半導体層（ＡＣＴ）と、重畳するように配置される。ゲ
ート電極（ＧＥ）は、銅（Ｃｕ）、モリブデン（Ｍｏ）、アルミニウム（Ａｌ）、クロム
（Ｃｒ）、金（Ａｕ）、チタニウム（Ｔｉ）、ニッケル（Ｎｉ）、ネオジム（Ｎｄ）、タ
ンタル（Ｔａ）及びタングステン（Ｗ）からなる群から選択されたいずれか１つまたはこ
れらの合金の単層や多層として形成され得る。ゲート絶縁膜（ＧＩ）とゲート電極（ＧＥ
）は、同じマスクを用いてパターン化してもよい。この場合、ゲート絶縁膜（ＧＩ）とゲ
ート電極（ＧＥ）は、同じ面積を有することができる。示さながったが、ゲート絶縁膜（
ＧＩ）は、第１基板（ＳＵＢ１）の表面全体を覆うように形成されることができる。
【００３６】
　ゲート電極（ＧＥ）の上には層間絶縁膜（ＩＮ）が配置される。層間絶縁膜（ＩＮ）は
、ゲート電極（ＧＥ）とソース／ドレイン電極（ＳＥ、ＤＥ）を相互に絶縁させ、シリコ
ン酸化膜（ＳｉＯｘ）、窒化シリコン（ＳｉＮｘ）膜またはこれらの多層からなることが
できるが、これに限定されるのはない。
【００３７】
　層間絶縁膜（ＩＮ）の上には、ソース／ドレイン電極（ＳＥ、ＤＥ）が配置される。ソ
ース電極（ＳＥ）及びドレイン電極（ＤＥ）は、所定の間隔だけ離間されて配置される。
ソース電極（ＳＥ）は、層間絶縁膜（ＩＮ）を貫通するソースコンタクトホールを介して
半導体層（ＡＣＴ）の一側に接触する。ドレイン電極（ＤＥ）は、層間絶縁膜（ＩＮ）を
貫通するドレインコンタクトホールを介して半導体層（ＡＣＴ）の他側に接触する。
【００３８】
　ソース電極（ＳＥ）とドレイン電極（ＤＥ）は、単一層または多層で行うことができ、
単一層である場合には、モリブデン（Ｍｏ）、アルミニウム（Ａｌ）、クロム（Ｃｒ）、
金（Ａｕ）、チタン（Ｔｉ）、ニッケル（Ｎｉ）、ネオジム（Ｎｄ）、銅（Ｃｕ）からな
る群から選択されたいずれか１つまたはこれらの合金からなることができる。また、ソー
ス電極（ＳＥ）とドレイン電極（ＤＥ）が多層である場合には、モリブデン／アルミニウ
ム－ネオジム、モリブデン／アルミニウム、チタン／アルミニウム、または銅／モリブデ
ン－チタンの２重層であるがまたはモリブデン／アルミニウム－ネオジム／モリブデン、
モリブデン／アルミニウム／モリブデン、チタン／アルミニウム／チタン、またはモリブ
デン－チタン／銅／モリブデン－チタンの３重層からなることができる。
【００３９】
　薄膜トランジスタ（Ｔ）上にパッシベーション膜（ＰＡＳ）が位置する。パッシベーシ
ョン膜（ＰＡＳ）は、薄膜トランジスタ（Ｔ）を保護することで、酸化ケイ素（ＳｉＯｘ
）、窒化ケイ素（ＳｉＮｘ）またはこれらの多層からなることができる。
【００４０】
　パッシベーション膜（ＰＡＳ）上に平坦化膜（ＯＣ）が位置する。平坦化膜（ＯＣ）は
、下部の段差を平坦化することで、フォトアクリル（ｐｈｏｔｏ　ａｃｒｙｌ）、ポリイ
ミド（ｐｏｌｙｉｍｉｄｅ）、ベンゾシクロブテン樹脂（ｂｅｎｚｏｃｙｃｌｏｂｕｔｅ
ｎｅ　ｒｅｓｉｎ）、アクリル酸系樹脂（ａｃｒｙｌａｔｅ）などの有機物からなる。必
要に応じて、パッシベーション膜（ＰＡＳ）と平坦化膜（ＯＣ）の内、いずれか１つは、
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省略することができる。
【００４１】
　平坦化膜（ＯＣ）上に有機発光ダイオード（ＯＬＥ）と補助電極（ＡＥ）が位置する。
有機発光ダイオード（ＯＬＥ）は、薄膜トランジスタ領域（ＴＡ）内に設けられることが
でき、補助電極（ＡＥ）は、補助電極領域（ＡＥＡ）内に設けられることができる。有機
発光ダイオード（ＯＬＥ）は、アノード（ＡＮＯ）、有機化合物層（ＯＬ）及びカソード
（ＣＡＴ）を含む。
【００４２】
　さらに詳細には、平坦化膜（ＯＣ）上にアノード（ＡＮＯ）が位置する。アノード（Ａ
ＮＯ）はパッシベーション膜（ＰＡＳ）と平坦化膜（ＯＣ）を貫通するコンタクトホール
を介して薄膜トランジスタ（Ｔ）のソース電極（ＳＥ）に接続される。アノード（ＡＮＯ
）は反射層を含み反射電極で機能することができる。反射層は、アルミニウム（Ａｌ）、
銅（Ｃｕ）、銀（Ａｇ）、パラジウム（Ｐｄ）、ニッケル（Ｎｉ）またはこれらの合金か
らなることができ、好ましくは、ＡＰＣ（銀／パラジウム／銅合金）で成られる。アノー
ド（ＡＮＯ）は反射層を含む多層で形成され得る。
【００４３】
　平坦化膜（ＯＣ）上に補助電極（ＡＥ）が位置する。補助電極（ＡＥ）は、低抵抗の導
電物質を含むことができる。後述するが、補助電極（ＡＥ）は、カソード（ＣＡＴ）と接
続されてカソード（ＣＡＴ）の抵抗を下げる機能をすることができる。補助電極（ＡＥ）
は、アノード（ＡＮＯ）と同じ層に同一物質で形成されることができる。この場合、補助
電極（ＡＥ）を形成するための別途の工程を実行する必要がないので、工程数を減らすこ
とができ、製造時間と製造コストを削減することができ、製品の歩留まりを大幅に向上さ
せることができる。
【００４４】
　補助電極（ＡＥ）は、少なくとも一つの絶縁層を間に置いて、補助電極（ＡＥ）の下に
配置されるＥｖｓｓ配線（ＥＶＬ）（または、低電位電源配線）と電気的に接続すること
ができる。Ｅｖｓｓ配線（ＥＶＬ）は、電源発生部（図示せず）から発生された低電位電
源電圧の印加を受け、補助電極（ＡＥ）に伝達することができる。補助電極（ＡＥ）とＥ
ｖｓｓ配線（ＥＶＬ）は、両者の間に配置された少なくとも一つの絶縁層を貫通するコン
タクトホールを介して接続することができる。
【００４５】
　Ｅｖｓｓ配線（ＥＶＬ）は、図３及び４に示されるとおり、ソース電極（ＳＥ）及びド
レイン電極（ＤＥ）と同一層に同一物質で形成され、平坦化膜（ＯＣ）とパッシベーショ
ン膜（ＰＡＳ）を貫通する補助コンタクトホール（ＡＨ）を介して補助電極（ＡＥ）と接
続することができるが、これに限定されるものではない。一例として、Ｅｖｓｓ配線（Ｅ
ＶＬ）は、ゲート電極（ＧＥ）または光遮断層（ＬＳ）と同じ層に同一物質で形成され得
る。他の例として、Ｅｖｓｓ配線（ＥＶＬ）は、少なくとも一つの絶縁層を挟んで互いに
異なる層に配置された複数の層で設けられることができ、これらは前記少なくとも一つの
絶縁層を貫通するコンタクトホールを介して相互に接続することができる。
【００４６】
　Ｅｖｓｓ配線（ＥＶＬ）は低抵抗導電物質を含む。例えば、Ｅｖｓｓ配線（ＥＶＬ）は
モリブデン（Ｍｏ）、アルミニウム（Ａｌ）、クロム（Ｃｒ）、金（Ａｕ）、チタニウム
（Ｔｉ）、ニッケル（Ｎｉ）、ネオジム（Ｎｄ）及び銅（Ｃｕ）でからなる群から選択さ
れたいずれか１つまたはこれらの合金からなることができる。
【００４７】
　アノード（ＡＮＯ）と補助電極（ＡＥ）が形成された第１基板（ＳＵＢ１）上にピクセ
ルを区画するバンク層（ＢＮ）が位置する。バンク層（ＢＮ）は、ポリイミド（ｐｏｌｙ
ｉｍｉｄｅ）、ベンゾシクロブテン系樹脂（ｂｅｎｚｏｃｙｃｌｏｂｕｔｅｎｅ　ｓｅｒ
ｉｅｓ　ｒｅｓｉｎ）、アクリル酸（ａｃｒｙｌａｔｅ）などの有機物でなることができ
る。
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【００４８】
　バンク層（ＢＮ）は、アノード（ＡＮＯ）の大部分を露出する第１開口部を含む。バン
ク層（ＢＮ）は、アノード（ＡＮＯ）の中心部を露出するが、アノード（ＡＮＯ）の側端
を覆うように配置されることができる。露出されたアノード（ＡＮＯ）の面積は、十分な
開口率を確保することができるように、できるだけ最大値で設計されることが望ましい。
バンク層（ＢＮ）によって露出されたアノード（ＡＮＯ）の中心部は、発光領域と定義す
ることができる。
【００４９】
　また、バンク層（ＢＮ）は、補助電極（ＡＥ）の大部分を露出する第２開口部を含む。
バンク層（ＢＮ）は、補助電極（ＡＥ）の中心部を露出するが、補助電極（ＡＥ）の側端
を覆うように配置されてもよい。
【００５０】
　バンク層（ＢＮ）と平坦化層（ＯＣ）は、ピクセル内で薄膜トランジスタ（Ｔ）とこれ
と接続されたストレージキャパシタ（Ｃｓｔ）だけを覆うようにパターンされることがで
きる。ストレージキャパシタ（Ｃｓｔ）は、示されたように、第１乃至第３キャパシタ電
極が重畳された３重構造で形成されることができ、必要に応じて、様々な複数の層で実現
されることができる。
【００５１】
　バンク層（ＢＮ）が形成された第１基板（ＳＵＢ１）上に隔壁（ＢＲ）が位置する。隔
壁（ＢＲ）は、補助電極（ＡＥ）上に位置する。隔壁（ＢＲ）は、以後に形成される有機
化合物層（ＯＬ）、カソード（ＣＡＴ）のそれぞれを物理的に分離させる機能をする。つ
まり、有機化合物層（ＯＬ）、及びカソード（ＣＡＴ）のそれぞれは、補助電極（ＡＥ）
上で隔壁（ＢＲ）によって物理的に分離され、その連続性が切られることがある。
【００５２】
　バンク層（ＢＮ）と隔壁（ＢＲ）が形成された第１基板（ＳＵＢ１）上に有機化合物層
（ＯＬ）が位置する。有機化合物層（ＯＬ）は、第１基板（ＳＵＢ１）の全面に広く形成
されることができる。有機化合物層（ＯＬ）は、電子と正孔が結合して発光する層として
、発光層（Ｅｍｉｓｓｉｏｎ　ｌａｙｅｒ、ＥＭＬ）を含み、正孔注入層（Ｈｏｌｅ　ｉ
ｎｊｅｃｔｉｏｎ　ｌａｙｅｒ、ＨＩＬ）、正孔輸送層（Ｈｏｌｅ　ｔｒａｎｓｐｏｒｔ
　ｌａｙｅｒ、ＨＴＬ）、電子輸送層（Ｅｌｅｃｔｒｏｎ　ｔｒａｎｓｐｏｒｔ　ｌａｙ
ｅｒ、ＥＴＬ）、電子注入層（Ｅｌｅｃｔｒｏｎ　ｉｎｊｅｃｔｉｏｎ　ｌａｙｅｒ、Ｅ
ＩＬ）の内、いずれか一つ以上をさらに含むことができる。発光層は、白色光を発生する
発光物質を含むことができる。
【００５３】
　白色を発光する有機化合物層（ＯＬ）は、ｎ（ｎは１以上の整数）のスタック（ｓｔａ
ｃｋ）構造のような多重スタック構造を有することができる。一例として、２スタック構
造は、アノード（ＡＮＯ）とカソード（ＣＡＴ）の間に配置された電荷生成層（Ｃｈａｒ
ｇｅ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　Ｌａｙｅｒ、ＣＧＬ）、及び電荷生成層を間に置いて電荷
生成層の下部と上部にそれぞれ配置された第１スタックと第２スタックを含むことができ
る。第１スタックと第２スタックは、それぞれ発光層（Ｅｍｉｓｓｉｏｎ　ｌａｙｅｒ）
を含み、共通層（ｃｏｍｍｏｎ　ｌａｙｅｒ）の内、少なくともいずれか一つをさらに含
むことができる。第１のスタックの発光層と第２スタックの発光層は、異なる色の発光物
質を含むことができる。
【００５４】
　有機化合物層（ＯＬ）は、補助電極（ＡＥ）上で隔壁（ＢＲ）によって物理的に分離さ
れる。有機化合物層（ＯＬ）は、隔壁（ＢＲ）によって分離され、隔壁（ＢＲ）の周辺部
で補助電極（ＡＥ）の少なくとも一部を露出させる。隔壁（ＢＲ）によって分離された有
機化合物層（ＯＬ）の一部は、隔壁（ＢＲ）の上部に位置することになる。
【００５５】
　有機化合物層（ＯＬ）上にカソード（ＣＡＴ）が位置する。カソード（ＣＡＴ）は、第
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１基板（ＳＵＢ１）の全面に広く形成されることができる。カソード（ＣＡＴ）は、ＩＴ
Ｏ（Ｉｎｄｉｕｍ　Ｔｉｎ　Ｏｘｉｄｅ）ＩＺＯ（Ｉｎｄｉｕｍ　Ｚｉｎｃ　Ｏｘｉｄｅ
）のような透明導電物質で形成されることができ、光が透過することができる程度に薄い
厚さを有するマグネシウム（Ｍｇ）、カルシウム（Ｃａ）、アルミニウム（Ａｌ）、銀（
Ａｇ）、またはこれらの合金からなることができる。
【００５６】
　カソード（ＣＡＴ）は、補助電極（ＡＥ）上で隔壁（ＢＲ）によって物理的に分離され
る。カソード（ＣＡＴ）は、隔壁（ＢＲ）によって分離されて、隔壁（ＢＲ）の周辺部で
補助電極（ＡＥ）の少なくとも一部を露出させる。隔壁（ＢＲ）によって分離されたカソ
ード（ＣＡＴ）の一部は、隔壁（ＢＲ）の上部に位置することになる。
【００５７】
　カソード（ＣＡＴ）は、有機化合物層（ＯＬ）を覆うが、その一端が補助電極（ＡＥ）
と直接接触するように形成される。つまり、隔壁（ＢＲ）によって分離されて露出される
カソード（ＣＡＴ）の一端は、露出された補助電極（ＡＥ）の上部表面と直接接触される
。このような構造は、有機化合物層（ＯＬ）とカソード（ＣＡＴ）を構成する物質のステ
ップカバレッジの差により、実現され得る。例えば、カソード（ＣＡＴ）は、有機化合物
層（ＯＬ）の構成物質よりステップカバレッジが高い物質である透明導電性物質で構成さ
れ得るので、補助電極（ＡＥ）と直接接触するように形成することができる。さらに、こ
のような構造を実現するために、有機化合物層（ＯＬ）とカソード（ＣＡＴ）の形成方法
を異にすることができる。例えば、有機化合物層（ＯＬ）は、熱蒸着法を用いて形成する
ことができ、カソード（ＣＡＴ）は、スパッタリング法を用いて形成することができる。
これにより、カソード（ＣＡＴ）の一端は、前記有機化合物層（ＯＬ）の一端よりさらに
延長されて補助電極（ＡＥ）と直接接するように位置することができる。
【００５８】
　本発明は、低抵抗の導電物質で形成された補助電極（ＡＥ）をカソード（ＣＡＴ）に電
気的に接続することにより、位置に応じた電圧偏差を減らすことができる。これにより、
輝度偏差不良を最小化にすることができる。
【００５９】
　カソード（ＣＡＴ）は、補助電極（ＡＥ）を介してＥｖｓｓ配線（ＥＶＬ）と電気的に
接続されて低電位の電源電圧の供給を受けることができる。すなわち、本発明は、Ｅｖｓ
ｓ配線（ＥＶＬ）、補助電極（ＡＥ）、カソード（ＣＡＴ）につながる電源供給経路を設
けることができる。及び／または、カソード（ＣＡＴ）は、電源発生部（図示せず）から
低電位電源電圧を直接受け取ることができる。すなわち、カソード（ＣＡＴ）は、第１基
板（ＳＵＢ１）の一側に設けられたパッド部（図示せず）を介して供給された低電位電源
電圧を直接受け取ることができる。
【００６０】
　第１基板（ＳＵＢ１）と合着される第２基板（ＳＵＢ２）上には、カラーフィルタ（Ｃ
Ｆ）が形成される。カラーフィルター（ＣＦ）は、赤色（Ｒ）、青色（Ｂ）及び緑色（Ｇ
）カラーフィルタ（ＣＦ）を含むことができる。ピクセルは赤色（Ｒ）、青色（Ｂ）と緑
色（Ｇ）を発光するサブピクセルを含むことができ、カラーフィルタ（ＣＦ）は、対応す
るサブピクセルのそれぞれに割り当てることができる。必要に応じて、ピクセルは白（Ｗ
）のサブピクセルをさらに含むことができる。赤色（Ｒ）、青色（Ｂ）及び緑色（Ｇ）カ
ラーフィルタ（ＣＦ）は、ブラックマトリックス（ＢＭ）によって区画されることができ
る。ブラックマトリックス（ＢＭ）は、第２基板（ＳＵＢ２）上で隣接するカラーフィル
タ（ＣＦ）との間に用意され、混色不良が発生することを防止する機能を有し得る。
【００６１】
　完成した第１基板（ＳＵＢ１）と第２基板（ＳＵＢ２）は、フィラー層（ＦＬ）を挟ん
で、合着される。フィラー層（ＦＬ）はＥｐｏｘｙ系、Ａｃｒｙｌ系の樹脂からなること
ができるが、これに限定されるものではない。
【００６２】
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　素子の保護のために、第１基板（ＳＵＢ１）上には保護層（ＰＬ）が設けられてもよい
。保護層（ＰＬ）は、カソード（ＣＡＴ）上に位置する。保護層（ＰＬ）は、第１基板（
ＳＵＢ１）の全面に広く形成されることができる。保護層（ＰＬ）は、シリコン酸化膜（
ＳｉＯｘ）、窒化シリコン（ＳｉＮｘ）膜のような無機物質から形成されてもよい。
【００６３】
　保護層（ＰＬ）は、カソード（ＣＡＴ）上に位置して有機発光ダイオード（ＯＬＥ）に
流入することができる異物の流入を遮断することができる。例えば、透明導電性物質を含
むカソード（ＣＡＴ）は、結晶性でイオンと水分の浸透を遮断することがないので、充填
層から流入する水分がカソード（ＣＡＴ）を透過して有機化合物層（ＯＬ）に流入してし
まう。本発明は、有機発光ダイオード（ＯＬＥ）上に保護層（ＰＬ）をさらに形成するこ
とにより、有機発光ダイオード（ＯＬＥ）に流入することができる水分を遮断することが
できるので、有機発光ダイオード（ＯＬＥ）の寿命の低下及び輝度の低下を防止すること
ができる。
【００６４】
　また、保護層（ＰＬ）は、カソード（ＣＡＴ）上に位置して、第１基板（ＳＵＢ１）と
第２基板（ＳＵＢ２）の合着時にカソード（ＣＡＴ）に加わるストレス（ｓｔｒｅｓｓ）
を緩衝（または、緩和）することができる。例えば、透明導電性物質を含むカソード（Ｃ
ＡＴ）は、ブリトル（ｂｒｉｔｔｌｅ）の性質を有するため、外力が加わることによって
容易にクラック（ｃｒａｃｋ）が発生してしまう。本発明は、カソード（ＣＡＴ）上に保
護層（ＰＬ）をさらに形成することにより、カソード（ＣＡＴ）にクラックが発生するこ
とを防止することができ、さらにクラックを介して酸素と水分が流入することを防止する
ことができる。
【００６５】
　保護層（ＰＬ）は、前述した機能を実行するために、所定の厚さ以上の厚さを有するよ
うに設けられることができる。つまり、保護層（ＰＬ）が水分遮断機能と緩衝機能を円滑
に遂行するためには、保護層（ＰＬ）の厚さが既に設定された、第１厚さ（ｔ１）以上に
設定される必要がある。保護層（ＰＬ）の厚さは数μｍ単位で設定されることが望ましい
。第１厚さ（ｔ１）の保護層（ＰＬ）を設けるために、ＣＶＤ（Ｃｈｅｍｉｃａｌ　ｖａ
ｐｏｒ　ｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎ）工程が利用されることができる。
【００６６】
　保護層（ＰＬ）は、前述した機能を実行するために、有機発光ダイオード（ＯＬＥ）全
面をカバーできるように広く形成される必要がある。しかしながら、保護層（ＰＬ）は、
厚さの制約により、ステップカバレッジ（ｓｔｅｐ－ｃｏｖｅｒａｇｅ）特性が良くない
ＣＶＤ工程を用いて形成されるので、隔壁（ＢＲ）が設けられた領域で継続性を維持する
ことができず、物理的に分離される。つまり、図４に示されるように、保護層（ＰＬ）は
、補助電極（ＡＥ）で隔壁（ＢＲ）によって物理的に分離される。
【００６７】
　この場合、分離された保護層（ＰＬ）の間に水分が流入することができ、流入された水
分によって発光素子が劣化することが問題となる。一例として、第１基板（ＳＵＢ１）と
第２基板（ＳＵＢ２）の合着時、フィラー層（ＦＬ）を形成するための材料を第１基板（
ＳＵＢ１）上に塗布する工程の最中に、外部から流入した水分が分離された保護層（ＰＬ
）の間に進行し得る。別の例として、シーラント（ＳＬ）とフィラー層（ＦＬ）に乗って
流入した水分が分離された保護層（ＰＬ）の間に進行し得る。
【００６８】
　図５は本発明の第１実施形態に係る薄膜トランジスタの領域を概略的に示す断面図であ
る。図６は、本発明の第１実施形態に係る補助電極領域を概略的に示す断面図である。図
７は、ＡＬＤ工程のステップカバレッジ特性を示す図である。
【００６９】
　図５及び図６を参照すると、本発明の第１実施形態に係る有機発光表示装置は、保護層
（ＰＬ）が形成された第１基板（ＳＵＢ１）上に位置するカバー層（ＣＬ）をさらに含む



(13) JP 2019-121599 A 2019.7.22

10

20

30

40

50

。
【００７０】
　カバー層（ＣＬ）は、保護層（ＰＬ）、隔壁（ＢＲ）、及び露出した補助電極（ＡＥ）
などを全てカバーすることができるように、第１基板（ＳＵＢ１）上に広く形成される。
カバー層（ＣＬ）は、保護層（ＰＬ）が分離されることにより開放された領域を遮蔽する
ように設けられる。カバー層（ＣＬ）は、第１基板（ＳＵＢ１）上の全面から連続性を有
するように一体に形成される。つまり、カバー層（ＣＬ）は、保護層（ＰＬ）とは異なり
、隔壁（ＢＲ）によっても断絶されず、連続性を維持しつつ、隔壁（ＢＲ）の外側表面を
包むように配置される。
【００７１】
　本発明の第１実施形態は、カバー層（ＣＬ）を含むことにより、発光素子としての水分
の浸透を効果的に防止することができ、それ故、発光素子の劣化不良を最小化することが
できる。これにより、本発明の第１実施形態は、製品の信頼性を向上した有機発光表示装
置を提供することができる。
【００７２】
　このようなカバー層（ＣＬ）を設けるために、本発明の第１実施形態は、ＡＬＤ（Ａｔ
ｏｍｉｃ　ｌａｙｅｒ　ｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎ）工程を利用することができる。本発明の
第１実施形態は、ステップカバレッジ特性の良いＡＬＤ工程を用いて、第１基板（ＳＵＢ
１）の全面を完全にカバーすることができるカバー層（ＣＬ）を形成することができる。
図７をさらに参照すると、ＡＬＤ工程を利用する場合、急激な傾斜でも分離されず、連続
性を有する層が形成されることが分かる。
【００７３】
　カバー層（ＣＬ）は無機物質からなることができる。好ましくは、酸化アルミニウム（
Ａｌ２Ｏ３）、窒化シリコン（ＳｉＮｘ）膜からなり得る。カバー層（ＣＬ）は、保護膜
が分離される際に形成される微細な水分流入経路を遮断すれば十分であるので、相対的に
薄い厚さで形成され得る。また、カバー層（ＣＬ）が薄く形成されるので、量産適用のた
めの公正性の面で有利である。カバー層（ＣＬ）の厚さは数ｎｍ単位の厚さに設定される
ことが望ましいことがある。したがって、カバー層（ＣＬ）は、第１厚さ（ｔ１）を有す
る保護層（ＰＬ）より薄い第２厚さ（ｔ２）を有するように設けられることが望ましい。
【００７４】
　図８は、隔壁の形状例を概略的に示した断面図である。
【００７５】
　図８を参照すると、隔壁（ＢＲ）は、第１構造体（Ｂ１）と第２構造体（Ｂ２）を含む
二重層で形成することができる。第１構造体（Ｂ１）は、第２構造体(Ｂ２)上に配置され
、第１構造体（Ｂ１）の端は軒（ｅａｖｅｓ）の形を有することができる。すなわち、第
１構造体（Ｂ１）の端は、第２構造体(Ｂ２)の端から外側に所定の間隔（ＲＲ）突出する
ように形成できる。第１構造体（Ｂ１）の端と第２構造体（Ｂ２）の端との間の間隔（Ｒ
Ｒ）は、有機化合物層（ＯＬ、図６）、カソード（ＣＡＴ、図６）をそれぞれ分離しなが
らも、補助電極（ＡＥ）の少なくとも一部を露出するように適切に選択することができる
。言い換えると、第１構造体（Ｂ１）の端と第２構造体（Ｂ２）の端との間の所定の間隔
（ＲＲ）により、有機化合物層（ＯＬ、図６）、カソード（ＣＡＴ、図６）は、隔壁（Ｂ
Ｒ）の周辺部からそれぞれ分離されながらも補助電極（ＡＥ）の少なくとも一部を露出す
るようにパターンされる。第１構造体（Ｂ１）は、逆テーパー（taper）形状を有するこ
とができ、（図８の（ａ））、正テーパー形状を有することもできる（図８の（ｂ））。
第１構造体（Ｂ１）と第２構造体（Ｂ２)は、互いに異なる物質で形成することができる
。
【００７６】
　隔壁（ＢＲ）は、第１構造体（Ｂ１）を含む単一層で形成されることができる。この場
合、第１構造体（Ｂ１）は、上端のエッジが下端のエッジから所定の間隔（ＲＲ）外側に
突出した形状を有する。例えば、第１構造体（Ｂ１）は、逆テーパー形状を有することが
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できる（図８の（ｃ））。すなわち、第１構造体（Ｂ１）の垂直断面形状は、台形形状を
有することができ、上辺は下辺より広い幅を有することができ、上辺の一端は、下辺の一
端から所定間隔（ＲＲ）外側に突出するように形成することができる。上辺の一端と下辺
の一端との間の間隔（ＲＲ）は、有機化合物層（ＯＬ、図６）、カソード（ＣＡＴ、図６
）をそれぞれ分離しながらも、補助電極（ＡＥ）の少なくとも一部を露出するように、適
切に選択することができる。言い換えると、上辺の一端と下辺の一端との間の間隔（ＲＲ
）により、有機化合物層（ＯＬ、図６）、カソード（ＣＡＴ、図６）は、隔壁（ＢＲ）の
周辺部からそれぞれ分離されながらも補助電極（ＡＥ）の少なくとも一部を露出するよう
にパターニングされる。
【００７７】
＜第２実施形態＞
　図９は、本発明の第２実施形態に係る薄膜トランジスタの領域を概略的に示す断面図で
ある。図１０は、本発明の第２実施形態に係る補助電極領域を概略的に示す断面図である
。図１１Ａ及び図１１Ｂは、突出部を形成するための製造方法を時系列的に示した図であ
る。第２実施形態の構造は、補助電極領域で第１実施形態のそれとの差を有し、したがっ
て、以下において、補助電極領域を中心に説明する。
【００７８】
　図９及び図１０を参照すると、本発明の第２実施形態に係る有機発光表示装置は、互に
対向する第１基板（ＳＵＢ１）と第２基板（ＳＵＢ２）を有する表示パネルを含む。第１
基板（ＳＵＢ１）と第２基板（ＳＵＢ２）との間には、フィラー層（ＦＬ）が介在し得る
。
【００７９】
　第１基板（ＳＵＢ１）は、薄膜トランジスタ（Ｔ）と有機発光ダイオード（ＯＬＥ）が
配置された薄膜トランジスタ・アレイ基板である。第２基板（ＳＵＢ２）は、カラーフィ
ルタ（ＣＦ）が配置されるカラーフィルタアレイ基板である。第２基板（ＳＵＢ２）は封
止基板として、機能することができる。第１基板（ＳＵＢ１）及び第２基板（ＳＵＢ２）
はシーラント（ＳＬ）を介して合着し得る。シーラント（ＳＬ）は、第１基板（ＳＵＢ１
）及び第２基板（ＳＵＢ２）の端に配置されて所定の合着間隔を維持し、フィラー層（Ｆ
Ｌ）を内側に収容することができる。
【００８０】
　第１基板（ＳＵＢ１）は、薄膜トランジスタ（Ｔ）と有機発光ダイオード（ＯＬＥ）が
配置される薄膜トランジスタ領域（ＴＡ）と補助電極（ＡＥ）が設けられる補助電極領域
（ＡＥＡ）に区分されて定義することができる。第１基板（ＳＵＢ１）の薄膜トランジス
タ領域（ＴＡ）上には、薄膜トランジスタ（Ｔ）及び薄膜トランジスタ（Ｔ）と接続され
た有機発光ダイオード（ＯＬＥ）が形成される。第１基板（ＳＵＢ１）の補助電極領域（
ＡＥＡ）上には、カソード（ＣＡＴ）と接続される補助電極（ＡＥ）が形成される。
【００８１】
　補助電極（ＡＥ）は、層間絶縁膜（ＩＮ）上に位置する。補助電極（ＡＥ）は、低抵抗
の導電物質を含むことができる。後述するが、補助電極（ＡＥ）は、カソード（ＣＡＴ）
と接続されてカソード（ＣＡＴ）の抵抗を下げる機能を有し得る。補助電極（ＡＥ）は、
ソース電極（ＳＥ）及びドレイン電極（ＤＥ）と同一の層に同一物質で形成されることが
あるが、これに限定されるものではない。
【００８２】
　補助電極（ＡＥ）は、Ｅｖｓｓ配線（ＥＶＬ）として機能することができる。つまり、
補助電極（ＡＥ）は、Ｅｖｓｓ配線（ＥＶＬ）の一部であるか、Ｅｖｓｓ配線（ＥＶＬ）
から分岐された一部で有り得る。補助電極（ＡＥ）は、電源発生部（図示せず）から低電
位電源電圧の印加を受けることができる。
【００８３】
　図示しないものの、補助電極（ＡＥ）は、少なくとも一つの絶縁層を間に置いて補助電
極（ＡＥ）の下に配置されるＥｖｓｓ配線と電気的に接続することができる。Ｅｖｓｓ配
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線は電源発生部から発生された低電位電源電圧の印加を受け補助電極（ＡＥ）に伝達する
ことができる。補助電極（ＡＥ）とＥｖｓｓ配線は、両者の間に配置された少なくとも一
つの絶縁層を貫通するコンタクトホールを介して接続することができる。
【００８４】
　補助電極（ＡＥ）が形成された第１基板（ＳＵＢ１）上には、パッシベーション膜（Ｐ
ＡＳ）と平坦化膜（ＯＣ）が位置する。パッシベーション膜（ＰＡＳ）は補助電極（ＡＥ
）の少なくとも一部を露出させる。
【００８５】
　パッシベーション膜（ＰＡＳ）が形成された第１基板（ＳＵＢ１）上には、平坦化膜（
ＯＣ）が順に位置する。平坦化膜（ＯＣ）は、露出された補助電極（ＡＥ）とパッシベー
ション膜（ＰＡＳ）の少なくとも一部を露出させる。
【００８６】
　平坦化膜（ＯＣ）が形成された第１基板（ＳＵＢ１）上には、ダミーパターン（ＤＰ）
が位置する。ダミーパターン（ＤＰ）は、アノード（ＡＮＯ）と同じ層に同じ物質で形成
されることがあるが、これに限定されるものではない。ダミーパターン（ＤＰ）は、補助
電極（ＡＥ）と重畳する領域で、平坦化膜（ＯＣ）が除去されることによって露出された
パッシベーション膜（ＰＡＳ）上に配置される。ダミーパターン（ＤＰ）は、補助電極（
ＡＥ）と重畳する領域で、その一端がパッシベーション膜（ＰＡＳ）さらに突出するよう
に設けられる。パッシベーション膜（ＰＡＳ）より突出したダミーパターン（ＤＰ）の一
端は、突出部（ＤＰＤ）と呼ばれることができる。
【００８７】
　突出部（ＤＰＤ）は、以後に形成される有機発光層（ＯＬ）、及びカソード（ＣＡＴ）
のそれぞれを物理的に分離させる機能を有する。つまり、有機発光層（ＯＬ）、カソード
（ＣＡＴ）のそれぞれは、補助電極（ＡＥ）で突出部（ＤＰＤ）によって物理的に分離さ
れ、その連続性が切られることがある。
【００８８】
　突出部（ＤＰＤ）は、パッシベーション膜（ＰＡＳ）を構成する物質とダミーパターン
（ＤＰ）を構成する物質のエッチング選択比（ｅｔｃｈ　ｓｅｌｅｃｔｉｖｉｔｙ）の差
によって実現され得る。すなわち、図１１Ａ及び図１１Ｂをさらに参照すると、補助電極
（ＡＥ）上に、パッシベーション膜（ＰＡＳ）を形状するための物質（ＰＡＳＭ）とダミ
ーパターン（ＤＰ）を形成するための物質（ＤＰＭ）を塗布し、これをパターニングする
ためのエッチング工程を進行する。パッシベーション膜（ＰＡＳ）を構成する物質（ＰＡ
ＳＭ）は、ダミーパターン（ＤＰ）を構成する物質（ＤＰＭ）とエッチング選択比差が大
きい物質で選択されるので、エッチング量がダミーパターン（ＤＰ）を構成する物質（Ｄ
ＰＭ）対し相対的に多くなり得る。これにより、パッシベーション膜（ＰＡＳ）は、ダミ
ーパターン（ＤＰ）に比べ内側に陥没したアンダーカット（ｕｎｄｅｒ－ｃｕｔ）形状を
有することができる。アンダーカット形状により、ダミーパターン（ＤＰ）の一部は、パ
ッシベーション膜（ＰＡＳ）からさらに突出して突出部（ＤＰＤ）として実装され得る。
【００８９】
　ダミーパターン（ＤＰ）が形成された第１基板（ＳＵＢ１）上には、バンク層（ＢＮ）
が位置する。バンク層（ＢＮ）は、アノード（ＡＮＯ）の大部分を露出する第１開口部を
含む。また、バンク層（ＢＮ）は、補助電極（ＡＥ）とダミーパターン（ＤＰ）の大部分
を露出する第２開口部を含む。第２開口部は、補助電極（ＡＥ）とダミーパターン（ＤＰ
）の中心部を同時に露出する。
【００９０】
　バンク層（ＢＮ）が形成された第１基板（ＳＵＢ１）上には、有機化合物層（ＯＬ）が
位置する。有機化合物層（ＯＬ）は、補助電極（ＡＥ）上で突出部（ＤＰＤ）によって物
理的に分離される。有機化合物層（ＯＬ）は、突出部（ＤＰＤ）によって分離されて、突
出部（ＤＰＤ）の周辺部で補助電極（ＡＥ）の少なくとも一部を露出させる。突出部（Ｄ
ＰＤ）によって分離された有機化合物層（ＯＬ）は、ダミーパターン（ＤＰ）の上部と補
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助電極（ＡＥ）の上部にそれぞれ位置する。
【００９１】
　有機化合物層（ＯＬ）上にカソード（ＣＡＴ）が位置する。カソード（ＣＡＴ）は、補
助電極（ＡＥ）上で突出部（ＤＰＤ）によって物理的に分離される。カソード（ＣＡＴ）
は、突出部（ＤＰＤ）によって分離され、突出部（ＤＰＤ）の周辺部で補助電極（ＡＥ）
の少なくとも一部を露出させる。突出部（ＤＰＤ）によって分離されたカソード（ＣＡＴ
）は、ダミーパターン（ＤＰ）の上部と補助電極（ＡＥ）の上部にそれぞれ位置する。
【００９２】
　カソード（ＣＡＴ）は、有機化合物層（ＯＬ）を覆うが、その一端が補助電極（ＡＥ）
と直接接触するように形成される。つまり、突出部（ＤＰＤ）によって分離されて露出さ
れるカソード（ＣＡＴ）の一端は、露出された補助電極（ＡＥ）の上部表面と直接接触す
る。すなわち、カソード（ＣＡＴ）の一端は、前記有機化合物層（ＯＬ）の一端より延長
されて補助電極（ＡＥ）と直接接するように位置することができる。
【００９３】
　本発明は、低抵抗の導電物質で形成された補助電極（ＡＥ）をカソード（ＣＡＴ）に電
気的に接続することにより、位置に応じた電圧偏差を減らすことができる。これにより、
輝度偏差不良を最小化できる。
【００９４】
　カソード（ＣＡＴ）は、Ｅｖｓｓ配線（ＥＶＬ）の一部である補助電極（ＡＥ）に接続
されて低電位電源電圧の供給を受けることができる。つまり、補助電極（ＡＥ）及びカソ
ード（ＣＡＴ）につながる電源供給経路を設けることができる。
【００９５】
　または、カソード（ＣＡＴ）は、補助電極（ＡＥ）を介して、補助電極（ＡＥ）が下部
に配置されたＥｖｓｓ配線と電気的に接続されて低電位電源電圧の供給を受けることもで
きる。すなわち、本発明は、Ｅｖｓｓ配線、補助電極（ＡＥ）、カソード（ＣＡＴ）につ
ながる電源供給経路を設けることができる。
【００９６】
　また、カソード（ＣＡＴ）は、電源発生部（図示せず）から低電位電源電圧の供給を直
接受けることができる。すなわち、カソード（ＣＡＴ）は、第１基板（ＳＵＢ１）の一側
に設けられたパッド部（図示せず）を介して供給された低電位電源電圧の供給を直接受け
ることができる。
【００９７】
　カソード（ＣＡＴ）上には保護層（ＰＬ）が位置する。保護層（ＰＬ）は、発光素子の
保護のために、全面に広く形成される必要があるが、突出部（ＤＰＤ）が設けられた領域
で突出部（ＤＰＤ）によって物理的に分離され、継続性を維持することができない。つま
り、図１０に示されるとおり、保護層（ＰＬ）は、補助電極（ＡＥ）上で突出部（ＤＰＤ
）によって物理的に分離される。この場合、分離された保護層（ＰＬ）の間に水分が流入
可能であり、流入した水分によって発光素子が劣化してしまう。
【００９８】
　これを防止するために、本発明の第２実施形態に係る有機発光表示装置は、保護層（Ｐ
Ｌ）上に位置するカバー層（ＣＬ）をさらに含む。カバー層（ＣＬ）は、保護層（ＰＬ）
、及び露出した補助電極（ＡＥ）などを全てカバーすることができるように、第１基板（
ＳＵＢ１）上に広く形成される。カバー層（ＣＬ）は、保護層（ＰＬ）が分離されること
によって生成される開放された領域を遮断するように設けられる。カバー層（ＣＬ）は、
第１基板（ＳＵＢ１）の全面上で連続性を有するように一体に形成される。つまり、カバ
ー層（ＣＬ）は、保護層（ＰＬ）とは異なり、突出部（ＤＰＤ）によっても切断されず、
連続性を維持しつつ、突出部（ＤＰＤ）の外側表面を覆うように配置される。
【００９９】
　本発明の第２実施形態は、カバー層（ＣＬ）を含むことにより、発光素子としての水分
の浸透を効果的に防止することができるので、発光素子の劣化不良を最小化できる。これ
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により、本発明の第２実施形態は、製品の信頼性が改善された有機発光表示装置を提供す
ることができる。
【０１００】
　以上説明した内容を通じて当業者であれば、本発明の技術思想を逸脱しない範囲で多様
に変更及び修正することができる。したがって、本発明の技術的範囲は、明細書の詳細な
説明に記載された内容に限定されるものではなく、特許請求の範囲によって定められなけ
ればならない。

【図１】 【図２】
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光二极管OLE，辅助电极区域中设置有辅助电极。隔板设置在辅助电极
上。有机发光二极管OLE的阴极CAT通过隔板分开以暴露辅助电极的至
少一部分，并且其一端与辅助电极直接接触。覆盖层CL设置在阴极CAT
上并具有连续性，以覆盖阻挡肋和暴露的辅助电极。 [选中图]图5
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